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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワードライン、少なくとも二つのビットライン、及び前記ワードラインと前記ビ
ットラインの交差領域に各々配列された複数のメモリセルを含むアレイと、
　前記ビットラインと内部ノードに連結され、前記内部ノードに共通に連結された第１及
び第２感知・ラッチブロックを有するレジスタとを含み、
　前記内部ノードはスイッチ回路を通じてデータバスと電気的に連結され、
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックは、対応するビットラインに対して読み出し又
はプログラム動作を個別的かつ排他的に実行し、
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちの一の感知・ラッチブロックによってメ
モリセルからデータが感知される間又はメモリセルにデータがプログラムされる間に、前
記スイッチ回路を通じて前記データバスから他の感知・ラッチブロックにデータがロード
され又は前記データバスにデータが出力され、前記他の感知・ラッチブロックによってメ
モリセルからデータが感知される間又はメモリセルにデータがプログラムされる間に、前
記スイッチ回路を通じて前記データバスから前記一の感知・ラッチブロックにデータがロ
ードされ又は前記データバスにデータが出力されることを特徴とする半導体メモリ装置。
【請求項２】
　前記レジスタは、
　感知ノードと、
　プリチャージ制御信号に応答して前記感知ノードを充電するプリチャージブロックと、



(2) JP 4220217 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

　複数のビットライン制御信号に応答して前記ビットラインのうちのいずれか一つを選択
し、前記選択されたビットラインを前記感知ノードと選択的に連結するビットライン選択
・バイアスブロックとをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体メモリ装置
。
【請求項３】
　前記第１感知・ラッチブロックは、
　第１ラッチノードと第２ラッチノードとを有し、データを保持するラッチと、
　前記第１及び第２ラッチノード、前記感知ノード、及び前記内部ノードに連結され、プ
ログラム動作時に前記データバス上のデータを前記ラッチに伝達する第１伝達回路と、
　前記第２ラッチノードと前記感知ノードとの間に連結され、前記プログラム動作時に、
前記ラッチに保持されたデータを前記感知ノードに伝達する第２伝達回路とを含み、
　前記第１ラッチノードは、前記プログラム動作時に、前記データバスから伝達されたデ
ータを有し、前記第２伝達回路は前記第２ラッチノードのロジック状態に従って前記感知
ノードをプルアップ又はプルダウンさせることを特徴とする請求項１または２に記載の半
導体メモリ装置。
【請求項４】
　前記第１伝達回路は、前記読み出し動作時に、前記感知ノード上のデータを前記ラッチ
に伝達し、その次に、前記ラッチ内のデータを前記スイッチ回路を通じて前記データバス
に伝達することを特徴とする請求項３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項５】
　前記第１伝達回路は、
　前記内部ノードに連結されたソース、第１制御信号に連結されたゲート、及びドレイン
を有する第１トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたソース、前記第１ラッチノードに連結さ
れたドレイン、及び第２制御信号に連結されたゲートを有する第２トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたソース、前記第２ラッチノードに連結さ
れたドレイン、及び第３制御信号に連結されたゲートを有する第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたドレイン、前記感知ノードに連結された
ゲート、及びソースを有する第４トランジスタと、
　前記第４トランジスタのソースに連結されたドレイン、接地電圧に連結されたソース、
及び第４制御信号に連結されたゲートを有する第５トランジスタとを含むことを特徴とす
る請求項３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項６】
　前記第１乃至第５トランジスタはＮＭＯＳトランジスタで構成されることを特徴とする
請求項５に記載の半導体メモリ装置。
【請求項７】
　前記第２及び第３制御信号は相補的であることを特徴とする請求項５に記載の半導体メ
モリ装置。
【請求項８】
　前記第２及び第３制御信号のロジック状態は、前記プログラム動作時に、プログラムさ
れるデータに従って決められることを特徴とする請求項５に記載の半導体メモリ装置。
【請求項９】
　前記第２制御信号は前記感知ノード上のデータが前記ラッチに伝達される時に活性化さ
れ、前記第３制御信号は前記ラッチが所定のロジック状態に設定される時及び前記ラッチ
内のデータが前記データバスに伝達される時に活性化されることを特徴とする請求項５に
記載の半導体メモリ装置。
【請求項１０】
　前記第２伝達回路は電源電圧と前記感知ノードとの間に直列に連結された第１及び第２
プルアップトランジスタと前記感知ノードと接地電圧との間に直列に連結された第１及び
第２プルダウントランジスタとを含み、
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　前記第１プルアップトランジスタと前記第２プルダウントランジスタは前記第２ラッチ
ノードのロジック状態に従ってスイッチされ、前記第２プルアップトランジスタはロード
制御信号に従ってスイッチされ、前記第１プルダウントランジスタは前記ロード制御信号
の反転信号に従ってスイッチされることを特徴とする請求項３に記載の半導体メモリ装置
。
【請求項１１】
　前記第２感知・ラッチブロックは、
　第１ラッチノードと第２ラッチノードを有し、データを保持するラッチと、
　前記第１及び第２ラッチノード、前記感知ノード、及び前記内部ノードに連結され、プ
ログラム動作時に、前記データバス上のデータを前記ラッチに伝達する第１伝達回路と、
　前記第２ラッチノードと前記感知ノードとの間に連結され、前記プログラム動作時に、
前記ラッチに保持されたデータを前記感知ノードに伝達する第２伝達回路とを含み、
　前記第１ラッチノードは、前記プログラム動作時に、前記データバスから伝達されたデ
ータを有し、前記第２伝達回路は前記第２ラッチノードのロジック状態に従って前記感知
ノードをプルアップ又はプルダウンさせることを特徴とする請求項１または２に記載の半
導体メモリ装置。
【請求項１２】
　前記第１伝達回路は、前記読み出し動作時に、前記感知ノード上のデータを前記ラッチ
に伝達し、その次に、前記ラッチ内のデータを前記スイッチ回路を通じて前記データバス
に伝達することを特徴とする請求項１１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１３】
　前記第１伝達回路は、
　前記内部ノードに連結されたソース、第１制御信号に連結されたゲート、及びドレイン
を有する第１トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたソース、前記第１ラッチノードに連結さ
れたドレイン、及び第２制御信号に連結されたゲートを有する第２トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたソース、前記第２ラッチノードに連結さ
れたドレイン、及び第３制御信号に連結されたゲートを有する第３トランジスタと、
　前記第１トランジスタのドレインに連結されたドレイン、前記感知ノードに連結された
ゲート、及びソースを有する第４トランジスタと、
　前記第４トランジスタのソースに連結されたドレイン、接地電圧に連結されたソース、
及び第４制御信号に連結されたゲートを有する第５トランジスタとを含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１４】
　前記第１乃至第５トランジスタはＮＭＯＳトランジスタで構成されることを特徴とする
請求項１３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１５】
　前記第２及び第３制御信号は相補的であることを特徴とする請求項１３に記載の半導体
メモリ装置。
【請求項１６】
　前記第２及び第３制御信号のロジック状態は、前記プログラム動作時に、プログラムさ
れるデータに従って決められることを特徴とする請求項１３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１７】
　前記第２制御信号は前記感知ノード上のデータが前記ラッチに伝達される時に活性化さ
れ、前記第３制御信号は前記ラッチが所定のロジック状態と設定される時及び前記ラッチ
内のデータが前記データバスに伝達される時に活性化されることを特徴とする請求項１３
に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１８】
　前記第２伝達回路は電源電圧と前記感知ノードとの間に直列に連結された第１及び第２
プルアップトランジスタと前記感知ノードと接地電圧との間に直列に連結された第１及び
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第２プルダウントランジスタとを含み、
　前記第１プルアップトランジスタと前記第２プルダウントランジスタは前記第２ラッチ
ノードのロジック状態に従ってスイッチされ、前記第２プルアップトランジスタはロード
制御信号に従ってスイッチされ、前記第１プルダウントランジスタは前記ロード制御信号
の反転信号に従ってスイッチされることを特徴とする請求項１１に記載の半導体メモリ装
置。
【請求項１９】
　ページコピーバック動作が実行される時に、前記感知ノード上のデータは前記第１及び
第２感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つの第１伝達回路を通じて前記ラッチに伝
達され、その次に、前記ラッチ内に保持されたデータは第２伝達回路を通じて前記感知ノ
ードに伝達されることを特徴とする請求項３または１１に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２０】
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つが前記ページコピーバッ
ク動作を実行する時に、他の一つの感知・ラッチブロックは非活性化されることを特徴と
する請求項１９に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２１】
　各セルストリングが対応するビットラインに電気的に連結され、各々のセルストリング
に対応するビットラインのうちの二つの隣接したビットラインがビットライン対を形成す
るように配置された複数のセルストリングを含むメモリセルアレイと、
　前記ビットライン対に各々連結された複数の単位ページバッファと、
　少なくとも一つの単位ページバッファを選択し、前記選択された単位ページバッファを
データバスと連結する列ゲート回路とを含み、
　前記単位ページバッファ各々は、
　感知ノードと、
　前記列ゲート回路を通じて前記データバスに連結される内部ノードと、
　ビットライン制御信号に応答して対応する対のビットラインのうちのいずれか一つを選
択し、前記選択されたビットラインを前記感知ノードに連結するビットライン選択・バイ
アスブロックと、
　プリチャージ制御信号に応答して前記感知ノードを充電するプリチャージブロックと、
　前記感知ノードと前記内部ノードとの間に連結された第１感知・ラッチブロックと、
　前記感知ノードと前記内部ノードとの間に連結された第２感知・ラッチブロックとを含
み、
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックは対応する対のビットラインに対して読み出し
又はプログラム動作を個別的かつ排他的に実行し、
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちの一の感知・ラッチブロックによってメ
モリセルからデータが感知される間又はメモリセルにデータがプログラムされる間に、前
記列ゲート回路を通じて前記データバスから他の感知・ラッチブロックにデータがロード
され又は前記データバスにデータが出力され、前記他の感知・ラッチブロックによってメ
モリセルからデータが感知される間又はメモリセルにデータがプログラムされる間に、前
記列ゲート回路を通じて前記データバスから前記一の感知・ラッチブロックにデータがロ
ードされ又は前記データバスにデータが出力されることを特徴とする不揮発性半導体メモ
リ装置。
【請求項２２】
　前記第１及び第２感知・ラッチブロック各々は、
　第１ラッチノードと第２ラッチノードとを有しデータを保持するラッチと、
　前記第１及び第２ラッチノード、前記感知ノード、及び前記内部ノードに連結され、プ
ログラム動作時に、前記データバス上のデータを前記ラッチに伝達する第１伝達回路と、
　前記第２ラッチノードと前記感知ノードとの間に連結され、前記プログラム動作時に、
前記ラッチに保持されたデータを前記感知ノードに伝達する第２伝達回路とを含み、
　前記第１ラッチノードは前記プログラム動作時に前記データバスから伝達されたデータ
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を有し、前記第２伝達回路は前記第２ラッチノードのロジック状態に従って前記感知ノー
ドをプルアップ又はプルダウンさせることを特徴とする請求項２１に記載の不揮発性半導
体メモリ装置。
【請求項２３】
　前記第１伝達回路は、前記読み出し動作時に、前記感知ノード上のデータを前記ラッチ
に伝達し、その次に、前記ラッチ内のデータを前記列ゲート回路を通じて前記データバス
に伝達することを特徴とする請求項２２に記載の不揮発性半導体メモリ装置。
【請求項２４】
　前記第１伝達回路は、
　前記内部ノードに連結されたソース、第１制御信号に連結されたゲート、及びドレイン
を有する第１ＮＭＯＳトランジスタと、
　前記第１ＮＭＯＳトランジスタのドレインに連結されたソース、前記第１ラッチノード
に連結されたドレイン、及び第２制御信号に連結されたゲートを有する第２ＮＭＯＳトラ
ンジスタと、
　前記第１ＮＭＯＳトランジスタのドレインに連結されたソース、前記第２ラッチノード
に連結されたドレイン、及び第３制御信号に連結されたゲートを有する第３ＮＭＯＳトラ
ンジスタと、
　前記第１ＮＭＯＳトランジスタのドレインに連結されたドレイン、前記感知ノードに連
結されたゲート、及びソースを有する第４ＮＭＯＳトランジスタと、
　前記第４ＮＭＯＳトランジスタのソースに連結されたドレイン、接地電圧に連結された
ソース、及び第４制御信号に連結されたゲートを有する第５ＮＭＯＳトランジスタとを含
むことを特徴とする請求項２２に記載の不揮発性半導体メモリ装置。
【請求項２５】
　前記第２伝達回路は、電源電圧と前記感知ノードとの間に直列に連結された第１及び第
２プルアップトランジスタと前記感知ノードと接地電圧との間に直列に連結された第１及
び第２プルダウントランジスタとを含み、
　前記第１プルアップトランジスタと前記第２プルダウントランジスタは前記第２ラッチ
ノードのロジック状態に従ってスイッチされ、前記第２プルアップトランジスタはロード
制御信号に従ってスイッチされ、前記第１プルダウントランジスタは前記ロード制御信号
の反転信号に従ってスイッチされることを特徴とする請求項２２に記載の不揮発性半導体
メモリ装置。
【請求項２６】
　前記メモリ装置はコピーされたページデータが反転されるか否かを示す情報を格納する
ための別途のページコピーフラグセルなしに、ページコピーバック動作を実行することを
特徴とする請求項２１に記載の不揮発性半導体メモリ装置。
【請求項２７】
　前記ページコピーバック動作が実行される時に、前記感知ノード上のデータは前記第１
及び第２感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つの第１伝達回路を通じて前記ラッチ
に伝達され、その次に、前記ラッチ内に保管されたデータは第２伝達回路を通じて前記感
知ノードに伝達されることを特徴とする請求項２２または２６に記載の不揮発性半導体メ
モリ装置。
【請求項２８】
　前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つが前記ページコピーバッ
ク動作を実行する時に、他の一つの感知・ラッチブロックは非活性化されることを特徴と
する請求項２７に記載の不揮発性半導体メモリ装置。
【請求項２９】
　前記第２及び第３制御信号は相補的であることを特徴とする請求項２４に記載の不揮発
性半導体メモリ装置。
【請求項３０】
　前記第２及び第３制御信号のロジック状態は、前記プログラム動作時に、プログラムさ
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れるデータに従って決められることを特徴とする請求項２４に記載の不揮発性半導体メモ
リ装置。
【請求項３１】
　前記第２制御信号は前記感知ノード上のデータが前記ラッチに伝達される時に活性化さ
れ、前記第３制御信号は前記ラッチが所定のロジック状態と設定される時及び前記ラッチ
内のデータが前記データバスに伝達される時に活性化されることを特徴とする請求項２４
に記載の不揮発性半導体メモリ装置。
【請求項３２】
　複数のセルストリングを含むメモリセルアレイと、前記セルストリング各々に対応する
ビットラインに電気的に連結され、前記セルストリング各々に対応するビットラインのう
ちの二つの隣接したビットラインはビットライン対を形成し前記ビットライン対に各々連
結された複数の単位ページバッファと、少なくとも一つの単位ページバッファを選択し前
記選択された単位ページバッファをデータバスと連結する列ゲート回路とを含む不揮発性
半導体メモリ装置のプログラム方法において、
　前記選択された単位ページバッファの第１感知・ラッチブロックにデータをロードする
段階と、
　前記第１感知・ラッチブロック内のデータを用いて第１プログラム動作を実行すると同
時に、前記選択された単位ページバッファの第２感知・ラッチブロックにデータをロード
する段階と、
　前記第２感知・ラッチブロック内のデータを用いて第２プログラム動作を実行すると同
時に、前記第１感知・ラッチブロックにデータをロードする段階と、
　を含み、ページデータの全部が前記メモリセルアレイ内にプログラムされるまで前記第
１及び第２プログラム動作を繰り返して実行することを含むことを特徴とするプログラム
方法。
【請求項３３】
　各セルストリングが対応するビットラインに電気的に連結され、各々のセルストリング
に対応するビットラインのうちの二つの隣接したビットラインがビットライン対を形成す
るように配置された複数のセルストリングを含むメモリセルアレイと、前記ビットライン
対に各々連結された複数の単位ページバッファと、少なくとも一つの単位ページバッファ
を選択し前記選択された単位ページバッファをデータバスと連結する列ゲート回路とを含
む不揮発性半導体メモリ装置の動作方法において、
　前記選択された単位ページバッファに対応する一対のビットラインのうちのいずれか一
つを通じて前記メモリセルアレイからデータを感知して前記選択された単位ページバッフ
ァの第１感知・ラッチブロックにラッチする段階と、
　前記第１感知・ラッチブロック内のデータを外部に出力すると同時に前記選択された単
位ページバッファに対応するビットラインのうちの他の一つを通じて前記メモリセルアレ
イからデータを感知して前記選択された単位ページバッファの第２感知・ラッチブロック
にラッチする段階と、
　前記第２感知・ラッチブロック内のデータを外部に出力すると同時に前記選択された単
位ページバッファに対応するビットラインのうちの前記いずれか一つを通じて前記メモリ
セルアレイからデータを感知して前記選択された単位ページバッファの第１感知・ラッチ
ブロックにラッチする段階と、
　を含み、ページデータの全部が外部に出力されるまで前記感知動作を繰り返して実行す
ることを含むことを特徴とする動作方法。
【請求項３４】
　前記ワードラインのうち選択されたワードラインに連結されたメモリセルからデータを
感知して前記単位ページバッファ各々の第１または第２感知・ラッチブロックでラッチす
る段階と、
　前記第１または第２感知・ラッチブロックにラッチされたデータを前記選択されたワー
ドラインを除く他のワードラインのうちの一つに連結されたメモリセルにプログラムする
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段階とを更に含み、
　前記ラッチされたデータは前記プログラムされたデータと同一の状態を有することを特
徴とする請求項３３に記載の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報格納装置に係り、より詳細には、本発明はメモリセルにデータを書き込んだ
り、それからデータを読み出したりするための装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体メモリ装置は揮発性半導体メモリ装置と不揮発性半導体メモリ装置とに大別される
。揮発性半導体メモリ装置にはＤＲＡＭとＳＲＡＭに分けられる。揮発性半導体メモリ装
置は読み出しと書き込みのスピードが速いが、外部電源供給が切られると格納されていた
内容が無くなってしまう短所がある。不揮発性半導体メモリ装置はマスクＲＯＭ（ＭＰＲ
ＯＭ）、プログラム可能なＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去及びプログラム可能なＲＯＭ（ＥＰ
ＲＯＭ）、電気的に消去及びプログラム可能なＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）などに分けられる
。不揮発性半導体メモリ装置は外部電源供給が中断されてもその内容を保存する。したが
って、不揮発性半導体メモリ装置は電源が供給されるか否かに関係なく、保存すべき内容
を記憶させるのに用いられる。
【０００３】
しかし、ＭＲＯＭ，ＰＲＯＭ及びＥＰＲＯＭは消去及び書き込みが不自由なので、一般の
使用者が記憶の内容を書き換えることが容易ではない。一方、ＥＥＰＲＯＭは電気的に消
去及び書き込みが可能であるので、繰り返して更新が必要なシステムプログラミングや補
助記憶装置への応用が拡大されている。特に、フラッシュＥＥＰＲＯＭは既存のＥＥＰＲ
ＯＭに比べて集積度が高くて大容量の補助記憶装置への応用にかなり有利である。フラッ
シュＥＥＰＲＯＭのうちでもＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭは他のＮＯＲまたはＡＮ
Ｄ型のフラッシュＥＥＰＲＯＭに比べて集積度が非常に高い。
【０００４】
フラッシュＥＥＰＲＯＭは情報を格納するための格納領域としてメモリセルアレイを含む
。図１を参照すると、メモリセルアレイは対応するビットラインに各々連結された複数の
セルストリング（またはＮＡＮＤストリングと呼ばれる）からなっている。図１に示した
ように、各セルストリング１２は、対応するビットライン（例えば、ＢＬ０）に連結され
るストリング選択トランジスタＳＳＴ、共通ソースラインＣＳＬに連結されるグラウンド
選択トランジスタＧＳＴ、及びストリング及びグラウンド選択トランジスタＳＳＴ、ＧＳ
Ｔの間に直列に連結されるメモリセルＭ０～Ｍｍで構成される。ストリング選択トランジ
スタＳＳＴ、メモリセルＭ０～Ｍｍ、及びグラウンド選択トランジスタＧＳＴはストリン
グ選択ラインＳＳＬ、ワードラインＷＬ０～ＷＬｍ、及びグラウンド選択ラインＧＳＬに
各々連結されている。ラインＳＳＬ、ＷＬ０～ＷＬｍ、ＧＳＬは行デコーダ回路１２に電
気的に連結されており、ビットラインＢＬ０～ＢＬｎはページバッファ回路１４に電気的
に連結されている。
【０００５】
各セルストリングを構成するメモリセル各々は、ソース、ドレイン、浮遊ゲート及び制御
ゲートを有するフローティングゲートトランジスタで構成される。よく知られたように、
ＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭのメモリセルは、Ｆ－Ｎトンネリング電流を用いて消
去及びプログラムされる。ＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭの消去及びプログラム方法
は、米国特許第５，４７３，５６３号に“Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ　Ｍｅｍｏｒｙ”というタイトルで、また、米国特許第５，６９６，７１７号に
“Ｎｏｎｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｄ
ｅｖｉｃｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ　Ｅｒａｓｅ／Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｔ
ｈｒｅｓｈｏｌｄ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
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”というタイトルで各々開示されている。
【０００６】
データをメモリセルアレイに格納するためには、先ず、データローディング命令がフラッ
シュＥＥＰＲＯＭに与えられ、アドレス及びデータがフラッシュＥＥＰＲＯＭに入力され
る。一般的に、プログラムされるデータはバイトまたはワード単位でページバッファ回路
に順次に伝達される。プログラムされるデータ、すなわち、一ページ分のデータが全部ペ
ージバッファ回路にロードされれば、ページバッファ回路に保管されたデータはページプ
ログラム命令に応じてメモリセルアレイに同時にプログラムされる。
【０００７】
ＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭの場合に、例えば、５１２バイトのデータ情報をプロ
グラムするのに２００μｓ～５００μｓの時間がかかる。バイトまたはワード単位のデー
タをページバッファ回路にロードするのにかかる時間は約１００ｎｓである。したがって
、５１２バイトのデータ情報を全部ページバッファ回路にロードするのにかかる時間（す
なわち、データロード時間）は約５０μｓである。総プログラム時間ｔＬＯＡＤ＿ＰＧＭ

はｔＬＯＡＤ＋ｔＰＲＯＧＲＡＭ＊Ｎと定義される。ここで、ｔＬＯＡＤはデータロード
時間、ｔＰＲＯＧＲＡＭは実質的なプログラム時間、そしてＮはプログラムサイクル数を
示す。連続的にプログラム動作を実行する場合に、総プログラム時間ｔＴＯＴＡＬ＿ＰＧ

Ｍの相当部分をデータロード時間ｔＬＯＡＤが占める。これは高速ＮＡＮＤ型フラッシュ
ＥＥＰＲＯＭを実現する上で大きな負担として作用する。
【０００８】
また、ページサイズが増加する場合に、データロード時間ｔＬＯＡＤは増加したページサ
イズに比べて増加する一方、実質的なプログラム時間ｔＴＯＴＡＬ＿ＰＧＭはページサイ
ズが増加する前とほとんど同一である。結果的に、ページサイズが増加することによって
、一サイクルの総プログラム時間ｔＴＯＴＡＬ＿ＰＧＭが増加する。連続的にプログラム
動作を実行する場合に、総プログラム時間ｔＴＯＴＡＬ＿ＰＧＭは非常に増加する。なぜ
なら、ＮＡＮＤフラッシュＥＥＰＲＯＭの場合に、次にプログラムされるデータをページ
バッファ回路にロードする動作は、以前にロードされたデータが完全にプログラムされた
後に可能になるからである。したがって、総プログラム時間ｔＴＯＴＡＬ＿ＰＧＭの増加
がＮＡＮＤフラッシュＥＥＰＲＯＭの情報格納特性に影響を与えるようになる。例えば、
ページサイズが大きくなることによって、ＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭのプログラ
ムスピードが急激に低下する。
【０００９】
ＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭはページコピーバック動作を支援する。ページコピー
バックとは、外部からの出力なしに一ページのデータ情報を他のページにコピーすること
を言う。ページコピーバック動作を実行するＮＡＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭの一例が
米国特許第５，９９６，０４１号に“Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　Ｈａｖｉｎｇ　Ｐａｇｅ　Ｆｌａｇ　Ｃｅｌｌｓ　Ｗｈｉｃｈ　
Ｉｎｄｉｃａｔｅ　Ｔｈｅ　Ｔｒｕｅ　Ｏｒ　Ｎｏｎ－Ｔｒｕｅ　Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｐ
ａｇｅ　Ｄａｔａ　Ｔｈｅｒｅｉｎ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｏｆ　Ｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　Ｔｈｅ　Ｓａｍｅ”というタイトルで開示されている。この開示を本明細書の開示の
一部とする。'０４１特許によると、コピーされたページデータが反転されるか否かを示
す情報を格納するためのページコピーフラグセル（ｐａｇｅ　ｃｏｐｙ　ｆｌａｇ　ｃｅ
ｌｌ）が提供される。すなわち、図１に示したように、メモリセルアレイ１０にはフラグ
ビットラインＦＢＬに連結された別途のフラグセルストリング１４がさらに提供され、フ
ラグセルストリング１４は他のセルストリング１２と実質的に同一に構成される。
【００１０】
ページコピーフラグセルに欠陥が生じると、欠陥があるページコピーフラグセルのページ
データは保障されない。たとえ、実質的にページを構成するメモリセルが正常であっても
、そのページに属する欠陥フラグセルにより正常なページデータが保障されない。結果的
に、ページコピーバック動作のために、別途に提供されるページコピーフラグセルはＮＡ
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ＮＤ型フラッシュＥＥＰＲＯＭの信頼性を確保することに対する制限要素として作用する
。また、選択されたページのデータ情報を読み出そうとする時に、ページコピーフラグセ
ルに格納された情報を用いて選択されたページのデータ情報が反転されるように、または
そのまま出力するための付加的な回路（'０４１特許の図４参照、ＸＯＲゲート）が要求
される。
【００１１】
【特許文献１】
米国特許第５，４７３，５６３号公報
【特許文献２】
米国特許第５，６９６，７１７号公報
【特許文献３】
米国特許第５，９９６，０４１号公報
【発明が解決しようとする課題】
本発明の第１の目的は、キャッシュ機能を実行するページバッファ回路を備えたフラッシ
ュメモリ装置を提供することである。
【００１２】
本発明の第２の目的は、別途のページコピーフラグセルなしに、ページコピーバック動作
を実行するフラッシュメモリ装置を提供することである。
【００１３】
本発明の第３の目的は、ページサイズが増加しても、情報格納特性が低下することを防止
できるフラッシュメモリ装置を提供することである。
【００１４】
本発明の第４の目的は、プログラム及び読み出しスピードを向上させることができるフラ
ッシュメモリ装置を提供することである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
前述の目的を解決するための本発明の特徴によると、例えば、ＮＡＮＤ型のフラッシュメ
モリ装置が提供される。ここで、前記メモリ装置はメモリセルアレイを含む。前記メモリ
セルアレイは複数のワードライン、少なくとも二つのビットライン、及び前記ワードライ
ンと前記ビットラインとの交差領域に各々配列された複数のメモリセルを有する。レジス
タが前記ビットラインと内部ノードに連結され、前記内部ノードに共通に連結された第１
及び第感知・ラッチブロックを有する。前記内部ノードはスイッチ回路を通じてデータバ
スと電気的に連結される。前記第１及び第２感知・ラッチブロックは対応するビットライ
ンに対して読み出し／プログラム動作を個別的かつ排他的に実行する。前記第１及び第２
感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つの感知・ラッチブロックによってメモリセル
からデータが感知される間、前記スイッチ回路を通じて他の一つの感知・ラッチブロック
から前記データバスにデータが伝達される。さらに、前記第１及び第２感知・ラッチブロ
ックのうちのいずれか一つの感知・ラッチブロックによってメモリセルにデータがプログ
ラムされる間、次にプログラムされるデータが前記スイッチ回路を通じて前記データバス
から他の一つの感知・ラッチブロックに伝達される。
【００１６】
望ましい実施形態によれば、前記レジスタは感知ノードとプリチャージ制御信号に応答し
て前記感知ノードを充電するプリチャージブロックと、複数のビットライン制御信号に応
答して前記ビットラインのうちのいずれか一つを選択し、前記選択されたビットラインを
前記感知ノードと選択的に連結するビットライン選択及びバイアスブロックとをさらに含
む。
【００１７】
望ましい実施形態によれば、前記第１及び第２感知・ラッチブロック各々はデータを保持
し、第１ラッチノードを有するラッチと、前記第１及び第２ラッチノード、前記感知ノー
ド、及び前記内部ノードに連結され、プログラム動作時に、前記データバス上のデータを
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前記ラッチに伝達する第１伝達回路と、そして前記第２ラッチノードと前記感知ノードと
の間に連結され、前記プログラム動作時に、前記ラッチに保持されたデータを前記感知ノ
ードに伝達する第２伝達回路とを含む。前記第１ラッチノードは、前記プログラム動作時
に、前記データバスから伝達されたデータを有し、前記第２伝達回路は前記第２ラッチノ
ードのロジック状態に従って前記感知ノードをプルアップ／プルダウンさせる。
【００１８】
望ましい実施形態によれば、前記第１伝達回路は、前記読み出し動作時に、前記感知ノー
ド上のデータを前記ラッチに伝達し、その次に、前記ラッチ内のデータを前記スイッチ回
路を通じて前記データバスに伝達する。
【００１９】
望ましい実施形態によれば、前記第２伝達回路は電源電圧と前記感知ノードとの間に直列
に連結された第１及び第２プル－アップトランジスタと前記感知ノードと接地電圧との間
に直列に連結された第１及び第２プルダウントランジスタとを含む。前記第１プルアップ
トランジスタと前記第２プルダウントランジスタは前記第２ラッチノードのロジック状態
に従ってスイッチされ、前記第２プルアップトランジスタはロード制御信号に従ってスイ
ッチされ、前記第１プルアップトランジスタは前記ロード制御信号の反転信号に従ってス
イッチされる。
【００２０】
前記ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ装置は、コピーされたページデータが反転されるか否か
を示す情報を格納するための別途のページコピーフラグセルなしにページコピーバック動
作を実行する。前記ページコピーバック動作が実行される時に、前記感知ノード上のデー
タは前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちのいずれか一つの第１伝達回路を通じ
て前記ラッチに伝達され、その次に、前記ラッチ内に保持されるデータは第２伝達回路を
通じて前記感知ノードに伝達される。前記第１及び第２感知・ラッチブロックのうちのい
ずれか一つが前記ページコピーバック動作を実行する時に、他の一つの感知・ラッチブロ
ックは非活性化される。
【００２１】
本発明の他の特徴によると、不揮発性半導体メモリ装置のプログラム及び読み出し方法が
提供される。ここで、前記メモリ装置は複数のセルストリングを含むメモリセルアレイを
有し、前記セルストリング各々は対応するビットラインに電気的に連結され、前記セルス
トリング各々に対応するビットラインのうち二つの隣接したビットラインがビットライン
対を形成する。前記メモリ装置はさらに、前記ビットライン対に各々連結された複数の単
位ページバッファと、少なくとも一つの単位ページバッファを選択し、前記選択された単
位ページバッファをデータバスと連結する列ゲート回路とを含む。このプログラム方法に
よると、先ず、前記選択された単位ページバッファの第１感知・ラッチブロックにデータ
がロードされる。その次に、前記第１感知・ラッチブロック内のデータを用いて第１プロ
グラム動作が実行されると同時に前記選択された単位パージバッファの第２感知・ラッチ
ブロックにデータがロードされる。同じように、前記第２感知・ラッチブロック内のデー
タを用いて第２プログラム動作が実行される時に、前記第１感知・ラッチブロックにデー
タがロードされる。
【００２２】
本発明の読み出し方法によると、先ず、選択された単位ページバッファに対応する一対の
ビットラインのうちのいずれか一つを通じて前記メモリセルアレイからデータが感知され
、そのように感知されたデータは前記選択された単位ページバッファの第１感知・ラッチ
ブロックにラッチされる。その次に、前記第１感知及びラッチブロック内のデータが外部
に出力される。これと同時に、前記選択された単位ページバッファに対応するビットライ
ンのうちの他の一つを通じて前記メモリセルアレイからデータが感知され、そのように感
知されたデータは前記選択された単位ページバッファの第２感知・ラッチブロックにラッ
チされる。このような動作はページデータが全部外部に出力されるまで繰り返される。
【００２３】
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【発明の実施の形態】
以下、添付した図を参照して、本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。
【００２４】
本発明のフラッシュメモリ装置は二つの感知及びラッチブロックを備えたページバッファ
を実現することによって、キャッシュ機能を支援する。ページバッファのこれらの感知及
びラッチブロックは個別的かつ排他的に読み出し、プログラム、及びページコピーバック
動作を実行する。本発明によるキャッシュ機能とは、例えば、以前にロードされたページ
データがプログラムされている間に、次にプログラムされるべきページバッファがページ
バッファ回路にロードされることを意味する。すなわち、連続的にプログラム動作を実行
する時に、第１ページデータをロードする時間を除けば、残りのページデータのデータロ
ード時間は不要である。したがって、本発明によれば総プログラム時間が劇的に短縮され
る。また、本発明によるキャッシュ機能とは、例えば、ページデータが感知されている間
に、以前に感知されたページデータが外部に出力されることを意味する。すなわち、連続
的に読み出し動作を実行する時に、第１ページデータを出力する時間を除けば、残りのペ
ージデータのデータ出力時間は不要である。そこで、本発明のフラッシュメモリ装置では
、読み出し及びコピーバック機能、またはページコピーバック機能は、コピーされたペー
ジデータが反転されるか否かを示す情報を格納するためのページコピーフラグセルを必要
としない。したがって、ページコピーフラグセルによる信頼性の低下の原因が完全に除去
される。以下、これを詳細に説明する。
【００２５】
図２は本発明の一実施形態のフラッシュメモリ装置を示すブロック図である。図２に示し
たように、本発明の一実施形態のフラッシュメモリ装置１００はメモリセルアレイ１２０
、ページバッファ回路１４０、及び列ゲート回路１６０を含む。メモリセルアレイ１２０
は複数のセルストリングを含み、図１に示したように構成される。セルストリングは対応
するビットライン（ＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏ）～（ＢＬｎ＿Ｅ、ＢＬｎ＿０）に各々電気
的に連結されている。隣接した二つのビットラインは一つのビットライン対（またはビッ
トライングループ）を形成する。従来技術によるメモリ装置と異なり、本発明を適用した
メモリセルアレイ１２０では別途のフラグセルストリングが不要である。フラグセルスト
リングがメモリセルアレイ１２０から除去された理由は、以降で詳細に説明する。
【００２６】
本発明によるフラッシュメモリ装置において、一つの行またはワードラインは二ページで
構成される。ページサイズがメモリ製品の仕様に従って変更されうることは、この分野の
通常の知識を有する者にとって自明である。
【００２７】
メモリセルアレイ１２０に配列されたビットライン（ＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏ）～（ＢＬ
ｎ＿Ｅ、ＢＬｎ＿Ｏ）はデータを一時的に格納するためのレジスタとしてページバッファ
回路１４０に電気的に連結されている。ページバッファ回路１４０はビットライン対に各
々対応する複数の単位ページバッファＰＢで構成される。例えば、第１グループのビット
ラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏは第１ページバッファＰＢ０に連結され、第２グループの
ビットラインＢＬ１＿Ｅ、ＢＬ１＿Ｏは第２ページバッファＰＢ１に連結される。
【００２８】
各ページバッファＰＢ０～ＰＢｘはビットライン選択及びバイアスブロック２００、プリ
チャージブロック２２０、第１感知及びラッチブロック２４０、及び第２感知及びラッチ
ブロック２４０で構成される。各パージバッファの構成要素は同一の参照番号で表記され
る。各ページバッファＰＢ０～ＰＢｘにおいて、ビットライン選択及びバイアスブロック
２００は対応するグループまたは対のビットラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏのうちのいず
れか一つを選択し、選択されたビットラインを感知ノードＳ０に連結する。プリチャージ
ブロック２２０は感知ノードＳ０をプリチャージし、第１及び第２感知及びラッチブロッ
ク２４０、２６０は感知ノードＳ０と内部ノードＮ１との間に並列に連結される。内部ノ
ードＮ１は列ゲート回路１６０を通じてデータバス（便宜上、一つのデータラインＤＬが
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図示される）に連結される。各ブロックの詳細の回路構成については図３を参照して、以
下詳細に説明する。
【００２９】
図３には一対のビットラインＢＬ０＿Ｏ、ＢＬ０＿Ｅに連結されたページバッファＰＢ０
の望ましい実施形態が図示されているが、残りのビットライン対に対応するページバッフ
ァも同一に構成される。
【００３０】
図３を参照すると、ビットライン選択及びバイアスブロック２００は四つのＮＭＯＳトラ
ンジスタＭＮ０、ＭＮ１、ＭＮ２、ＮＭ３で構成される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ０、
ＭＮ１はビットラインＢＬ０＿Ｏ、ＢＬ０＿Ｅの間に直列に連結され、対応する制御信号
ＶＢＬｅ、ＶＢＬｏによって各々制御される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ０、ＭＮ１のド
レインは信号ラインに共通に連結されている。プログラム／読み出し動作が実行される時
に、信号ラインには接地電圧ＧＮＤが供給される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２はビット
ラインＢＬ０＿Ｅと感知ノードＳＯとの間に連結され、制御信号ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅによっ
て制御される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ３はビットラインＢＬ０＿Ｏと感知ノードＳＯ
との間に連結され、制御信号ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏによって制御される。プリチャージブロッ
ク２２０はＰＭＯＳトランジスタＭＰＯで構成される。ＰＭＯＳトランジスタＭＰＯは電
源電圧Ｖｃｃと感知ノードＳＯとの間に連結され、制御信号ＰＲＥによって制御される。
【００３１】
続けて、図３を参照すると、第１感知及びラッチブロック２４０はラッチＬ１、二つのＰ
ＭＯＳトランジスタＭＰ１、ＭＰ２、及び７個のＮＭＯＳトランジスタＭＮ４～ＭＮ１０
で構成される。ラッチＬ１は第１ラッチノードＮ２と第２ラッチノードＮ３を有し、イン
バーターＩＮＶ０、ＩＮＶ１で構成される。インバーターＩＮＶ０の入力端子は第２ラッ
チノードＮ３に連結され、それの出力端子は第１ラッチノードＮ２に連結される。インバ
ーターＩＮＶ１の入力端子は第１ラッチノードＮ２に連結され、それの出力端子は第２ラ
ッチノードＮ３に連結される。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１、ＭＰ２は電源電圧Ｖｃｃと
感知ノードＳＯとの間に直列に連結され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ４、ＭＮ５は感知ノ
ードＳＯと接地電圧ＧＮＤとの間に直列に連結される。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１とＮ
ＭＯＳトランジスタＭＮ５は第２ラッチノードＮ３のロジック状態に従ってターンオン／
オフされる。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ４は制御信号ＬＤ１に応じてターンオン／オフさ
れ、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ２は制御信号ＬＤ１の反転信号ｎＬＤ１に応じてターンオ
ン／オフされる。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ６は内部ノードＮ１とノードＮ４との間に連
結され、制御信号ＳＷ１のロジック状態に従ってターンオン／オフされる。ＮＭＯＳトラ
ンジスタＭＮ７はラッチＬ１の第１ラッチノードＮ２とノードＮ４との間に連結され、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＭＮ８はラッチＬ１の第２ラッチノードＮ３とノードＮ４との間に連
結される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ８は制御信号Ｄａｔａ１のロジック状態に従って制
御され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ７は制御信号Ｄａｔａ１の反転信号ｎＤａｔａ１のロ
ジック状態に従って制御される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ９、ＭＮ１０はノードＭ４と
接地電圧ＧＮＤとの間に直列に連結される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ９のゲートは感知
ノードＳＯに連結され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１０のゲートは制御信号ＬＡＴ１に連
結される。
【００３２】
制御信号Ｄａｔａ１のロジック状態は、プログラム動作のデータロード区間において、プ
ログラムされるデータと同一のロジック状態を有する。例えば、プログラムされるデータ
が‘１’であれば、制御信号Ｄａｔａ１はロジック‘１’状態を有する。プログラムされ
るデータが‘０’であれば、制御信号Ｄａｔａ１はロジック‘０’状態を有する。制御信
号Ｄａｔａ１のロジック状態は、読み出し動作の放電及びデータ出力区間でロジック‘１
’状態を有し、読み出し動作のデータラッチ区間でロジック‘０’状態を有する。制御信
号Ｄａｔａ１のロジック状態が設計条件に応じて変更されうることができることは、この
分野の通常の知識を有する者に自明である。
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【００３３】
第１感知及びラッチブロック２４０において、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ６～ＭＮ１０は
第１伝達回路を構成し、ＰＭＯＳ及びＮＭＯＳトランジスタＭＰ１、ＭＰ２、ＭＮ４、Ｍ
Ｎ５は第２伝達回路を構成する。第１伝達回路は、プログラム動作時に、データバスＤＬ
上のデータをラッチＬ１（すなわち、第１ラッチノードＮ２）に伝達する。第１伝達回路
は、読み出し動作時に、感知ノードＳＯのデータをラッチＬ１に伝達し、その次にラッチ
されたデータを列ゲート回路１６０を通じてデータバスＤＬに伝達する。第２伝達回路は
、プログラム動作時に、ラッチＬ１に維持されるデータを感知ノードＳＯに伝達する。こ
のような動作の詳細については後述する。
【００３４】
続けて、図３を参照すると、第２感知及びラッチブロック２６０はラッチＬ２、二つのＰ
ＭＯＳトランジスタＭＰ３、ＭＰ４、及び７個のＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１～ＭＮ１
７で構成される。ラッチＬ２は第１ラッチノードＮ５と第２ラッチノードＮ６とを有し、
インバーターＩＮＶ２、ＩＮＶ３で構成される。インバーターＩＮＶ２の入力端子は第２
ラッチノードＮ６に連結され、それの入力端子は第１ラッチノードＮ５に連結される。イ
ンバーターＩＮＶ３の入力端子は第１ラッチノードＮ５に連結され、それの出力端子は第
２ラッチノードＮ６に連結される。ＰＭＯＳトランジスタＭＰ３、ＭＰ４は電源電圧Ｖｃ
ｃと感知ノードＳＯとの間に直列に連結され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１、ＭＮ１２
は感知ノードＳＯと接地電圧ＧＮＤとの間に直列に連結される。ＰＭＯＳトランジスタＭ
Ｐ３とＮＭＯＳトランジスタＭＮ１２は第２ラッチノードＮ６に共通に連結されている。
ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１１は制御信号ＬＤ２に応じてターンオン／オフされ、ＰＭＯ
ＳトランジスタＭＰ４は制御信号ＬＤ２の反転信号ｎＬＤ２に応じてターンオン／オフさ
れる。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３は内部ノードＮ１とノードＮ７との間に連結され、
制御信号ＳＷ２のロジック状態に従ってターンオン／オフされる。ＮＭＯＳトランジスタ
ＭＮ１４はラッチＬ２の第２ラッチノードＮ６とノードＮ７との間に連結され、ＮＭＯＳ
トランジスタＭＮ１５はラッチＬ２の第１ラッチノードＮ５とノードＮ７との間に連結さ
れる。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１４は制御信号Ｄａｔａ２のロジック状態に従って制御
され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５は制御信号Ｄａｔａ２の反転信号ｎＤａｔａ２のロ
ジック状態に従って制御される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６、ＭＮ１７はノードＮ７
と接地電圧ＧＮＤとの間に直列に連結される。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６のゲートは
感知ノードＳＯに連結され、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１７のゲートは制御信号ＬＡＴ２
に連結される。
【００３５】
制御信号Ｄａｔａ２のロジック状態は、前述した制御信号Ｄａｔａ１と同一の方式によっ
て決められ、それに対する説明は省略する。
【００３６】
第２感知及びラッチブロック２６０において、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１３～ＭＮ１７
は第１伝達回路を構成し、ＰＭＯＳ及びＮＭＯＳトランジスタＭＰ３、ＭＰ４、ＭＮ１１
、ＭＮ１２は第２伝達回路を構成する。第１伝達回路は、プログラム動作時に、データバ
ス上のデータをラッチＬ２（すなわち、第１ラッチノードＮ５）に伝達する。第１伝達回
路は、読み出し動作時に、感知ノードＳＯのデータをラッチＬ２に伝達し、その次にラッ
チされたデータを列ゲート回路１６０を通じてデータバスＤＬに伝達する。第２伝達回路
は、プログラム動作時に、ラッチＬ２に維持されるデータを感知ノードＳＯに伝達する。
このような動作の詳細については後述する。
【００３７】
図４は、プログラム動作時における本発明のキャッシュ機能を説明するためのデータ流れ
図である。図４を参照すると、先ず、プログラムされるデータが第１感知及びラッチブロ
ック２４０にロードされる（３１０）。そのようにロードされたデータはビットラインＢ
Ｌｉ＿Ｅを通じてメモリセルにプログラムされる（３２０）。プログラム動作が実行され
る間、第２感知及びラッチブロック２６０はキャッシュ機能を実行する（３３０）。すな
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わち、第２感知及びラッチブロック２６０にはデータバスＤＬから列ゲート回路１６０を
通じて伝達されたデータがラッチされる。その次に、第２感知及びラッチブロック２６０
にロードされたデータがビットラインＢＬｉ＿Ｏを通じてメモリセルにプログラムされる
。このプログラム動作が実行される間、第１感知及びラッチブロック２４０はキャッシュ
機能を実行する。すなわち、第１感知及びラッチブロック２４０はデータバスＤＬから列
ゲート回路１６０を通じて伝達されたデータをラッチする。第１プログラムデータをロー
ドする時間を除けば、残りのプログラムデータのロード時間は以前にロードされたデータ
をプログラムする時間と重なる。したがって、連続的なプログラム動作を実行する場合に
必要な総プログラム時間が短縮される。特に、従来技術においては、ページサイズが増加
する場合に、データロード時間が一サイクルのプログラム時間中に占める割合が大きくな
って、その結果、一サイクルのプログラム時間が増加する。これはプログラムスピードが
低下することを意味する。しかし、本発明によるキャッシュ機能を有するメモリ装置の場
合には、ページサイズが増加しても、データロード区間とプログラム区間が時間的に重な
るので、総プログラム時間はページサイズが増加してもほとんど増加しない。
【００３８】
図５は、読み出し動作時における本発明のキャッシュ機能を説明するためのデータ流れ図
である。ビットライン選択及びバイアスブロック２００とプリチャージブロック２２０と
により感知ノードＳＯとビットラインを所定の状態に設定した後、第２感知及びラッチブ
ロック２６０は選択されたビットラインに連結されたメモリセルからデータを感知する。
その次に、ビットライン選択及びバイアスブロック２００とプリチャージブロック２２０
とにより感知ノードＳＯとビットラインを所定の状態に設定した後、第１感知及びラッチ
ブロック２４０は選択されたビットラインに連結されたメモリセルからデータを感知する
（３４０）。これと同時に、第２感知及びラッチブロック２６０は列ゲート回路１６０を
通じてデータバスＤＬに感知されたデータを出力する（３５０）。
【００３９】
すなわち、二つの感知及びラッチブロック２４０、２６０のうちのいずれか一つを通じて
感知動作を実行する間、残りの感知及びラッチブロックにラッチされたデータ（すなわち
、感知されたデータ）がデータラインにロードされる。このようなキャッシュ機能はフラ
ッシュメモリ装置の読み出し動作スピードを向上させる。
【００４０】
図６は本発明によるページコピーバック機能を説明するためのデータ流れ図である。ペー
ジコピーバック動作では選択されたページに対する読み出し動作を実行してページデータ
をラッチし（３６０）、その次にラッチされたデータを他のページにプログラムする（３
７０）。これによって、一つの感知及びラッチブロックがこのような動作の全部を実行で
きるので、ページコピーバック動作が実行される間、他の感知及びラッチブロックは非活
性化される。読み出し動作とプログラム動作は、前述したことと同一であるので、それに
対する説明は省略する。本発明によるページコピーバック動作によると、読み出されたデ
ータの状態の反転なしに、そのままプログラムされる。このような理由により、別途のペ
ージコピーフラグセルは本発明のメモリセルアレイでは不要である。このような動作の詳
細については後述する。
【００４１】
図７は本発明によるプログラム動作を説明するための動作タイミング図であり、図８は本
発明のプログラム動作によるページバッファのデータ流れを示す回路図である。以下、本
発明によるプログラム動作を図７及び図８を参照して詳細に説明する。説明の便宜上、一
つのページバッファを用いてプログラム動作を説明する。図７に示したように。本発明に
よるプログラム動作は、データロード区間、放電区間、そしてプログラム及びキャッシュ
区間に区分することができる。
【００４２】
先ず、データロード区間では、第１及び第２感知及びラッチブロック２４０、２６０のう
ちのいずれか一つにデータが伝達される。便宜上、第１感知及びラッチブロック２４０の
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ラッチＬ１に第１プログラムデータビットがロードされ、その第１プログラムデータビッ
トが‘１’と仮定すると、制御信号Ｄａｔａ１は高レベルになり、データラインＤＬは放
電された状態、すなわち、低レベルになる。図７に示したように、制御信号ＳＷ１が低レ
ベルから高レベルに遷移することによって、ラッチＬ１の第２ラッチロードＮ３は低レベ
ルになり、第１ラッチノードＮ２は高レベルになる。このような動作の結果として、第１
プログラムデータビットが図８に示したデータ経路（１）を通じて第１感知及びラッチブ
ロック２４０にロードされる。
【００４３】
第１感知及びラッチブロック２４０にロードされたデータをプログラムする前に、ビット
ラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏと感知ノードＳＯの電圧が放電される。これは、信号ライ
ンに接地電圧ＧＮＤを供給し、制御信号ＶＢＬｅ、ＶＢＬｏ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ、ＢＬＢ
ＩＡＳ＿Ｏが高レベルになることによって達成される。この時、感知ノードＳＯの電圧に
影響を与えることができる素子（例えば、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ０）は非導電状態を
維持する。
【００４４】
放電動作が完了すると、制御信号ＶＢＬｅ、ＢＬＢＩＡＳ＿０は高レベルから低レベルに
なる。これによって、ビットラインＢＬ０＿ＥはＮＭＯＳトランジスタＭＮ２を通じて感
知ノードＳＯに連結される一方、ビットラインＢＬ０＿ＯはＮＭＯＳトランジスタＭＮ１
を通じて接地電圧ＧＮＤの信号ラインに連結される。このような状態で、図７に示したよ
うに、制御信号ＬＤ１が低レベルから高レベルに遷移し、その結果、ＰＭＯＳトランジス
タＭＰ２とＮＭＯＳトランジスタＭＮ４がターンオンされる。ラッチＬ１にデータ‘１’
がロードされるので、第１ラッチノードＮ３は低レベルに維持される。ＰＭＯＳトランジ
スタＭＰ２はターンオンされ、その結果、感知ノードＳＯ及びビットラインＢＬ０＿Ｅは
図８に示したデータ経路（２）に沿って、すなわち、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ１、ＭＰ
２を通じて電源電圧Ｖｃｃまでプルアップされる。以後、感知ノードＳＯに伝達されたデ
ータは、よく知られた方法を通じて対応するメモリセルにプログラムされる。
【００４５】
実質的なプログラム動作が実行される間、本発明による第２感知及びラッチブロック２６
０を通じてキャッシュ動作が図８に示したデータ経路（２）を通じて同時に実行される。
次にプログラムされるデータビットが‘０’と仮定すれば、データラインＤＬは高レベル
になり、制御信号Ｄａｔａ２は低レベルになる。図７に示したように、プログラム動作が
実行される間、制御信号ＳＷ２が低レベルから高レベルに遷移することによって、ラッチ
Ｌ２の第１ラッチロードＮ５はＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５を通じて低レベルになり、
第２ラッチノードＮ６は高レベルになる。このような動作の結果として、第１プログラム
データがメモリセルに格納される間に第２プログラムデータビットが図８に示したデータ
経路（２）を通じて第２感知及びラッチブロック２６０にロードされたデータをプログラ
ムする過程は、前述の方法と同一の方法により実行されるので、それに対する説明は省略
する。
【００４６】
第１／２感知及びラッチブロックにロードされたデータをプログラムする間、第２／１感
知及びラッチブロックにデータをロードすることによって、データロード時間は、第１デ
ータロード時間を除けば、総プログラム時間に影響を与えない。したがって、フラッシュ
メモリ装置のプログラムスピードが短縮される。
【００４７】
図９は本発明による読み出し動作を説明するための動作タイミング図であり、図１０は本
発明の読み出し動作によるページバッファのデータ流れを示す回路図である。以下、本発
明による読み出し動作を図９及び図１０を参照して説明する。説明の便宜上、一つのペー
ジバッファを用いて読み出し動作を説明する。読み出し動作を説明する前に、ビットライ
ンＢＬ０＿Ｏに連結されたメモリセルがデータ‘１’を格納し、ビットラインＢＬ０＿Ｅ
に連結されたメモリセルがデータ‘０’を格納すると仮定する。
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【００４８】
先ず、第１及び第２感知及びラッチブロック２４０、２６０内のラッチＬ１、Ｌ２が高レ
ベルを有するように初期化される。これは、次のような過程によって行われる。制御信号
ＰＲＥが高レベルから低レベルに遷移することによって、感知ノードＳＯが電源電圧Ｖｃ
ｃまで充電される。これによりＮＭＯＳトランジスタＭＮ９がターンオンされる。同時に
、制御信号ＬＡＴ１、ＬＡＴ２、Ｄａｔａ１、Ｄａｔａ２は、図９に示したように、低レ
ベルから高レベルに遷移する。第１感知及びラッチブロック２４０のＮＭＯＳトランジス
タＭＮ８、ＭＮ９、ＭＮ１０はターンオンされ、それのＮＭＯＳトランジスタＭＮ７はタ
ーンオフされる。結果的に、ラッチＬ１の第２ラッチノードＮ３は接地される。すなわち
、第１ラッチノードＮ２が図１０のデータ経路（１）を通じてデータ‘１’に設定される
。同様に、第２感知及びラッチブロック２６０のＮＭＯＳトランジスタＭＮ１４、ＭＮ１
６、ＭＮ１７がターンオンされ、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ１５がターンオフされる。結
果的に、第２感知及びラッチブロック２６０のラッチＬ２の第２ラッチノードＮ６は接地
される。すなわち、第２感知及びラッチブロック２６０の第１ラッチノードＮ５が図１０
のデータ経路（３）を通じてデータ‘１’に設定される。
【００４９】
ラッチＬ１、Ｌ２がデータ‘１’に設定されると、第１及び第２感知及びラッチブロック
２４０、２６０のうちのいずれか一つを通じて感知動作が実行される。先ず、第２感知及
びラッチブロック２６０を通じて感知動作が実行されると仮定する。
【００５０】
感知ノードＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏを放電させるために、図９に示し
たように、制御信号ＶＢＬｅ、ＶＢＬｏ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏ各々は低
レベルから高レベルに遷移する。この時、信号ラインには接地電圧ＧＮＤが供給される。
したがって、感知ノードＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏは接地電圧になる。
【００５１】
放電動作が完了すると、制御信号ＶＢＬｏ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ，ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏ各々は
低レベルになり感知ノードＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｏはフローティング状態になる。
この時、ビットラインＢＬ０＿ＥはＮＭＯＳトランジスタＭＮ０を通じて接地電圧ＧＮＤ
信号ラインに電気的に連結され、ビットラインＢＬ０＿Ｏは感知ノードＳＯと電気的に連
結される。制御信号ＰＲＥが高レベルから低レベルに遷移することによって、感知ノード
ＳＯは電源電圧Ｖｃｃにプリチャージされる。制御信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｏには電源
電圧Ｖｃｃより低い特定電圧（例えば、１．５Ｖ）が印加され、ビットラインＢＬ０＿Ｏ
はＮＭＯＳトランジスタＭＮ３を通じて（１．５Ｖ－Ｖｔｈ）電圧（ここで、ＶｔｎはＮ
ＭＯＳトランジスタＭＮ３のしきい電圧を示す）に充電される。この時、ＮＭＯＳトラン
ジスタＭＮ２はターンオフ状態に維持される。その次に、制御信号ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏ、Ｐ
ＲＥが各々ローとハイになる。
【００５２】
ビットラインＢＬ０＿Ｏに連結されたメモリセルがオンセル、すなわち、データ‘１’を
格納していた場合に、このような状態でビットラインＢＬ０＿Ｏの電圧は接地電圧ＧＮＤ
に向けて低くなる。制御信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｏに特定電圧（例えば、１．０Ｖ）が
印加されると、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ３はターンオンされ、感知ノードＳＯの電圧は
メモリセルを通じて接地電圧ＧＮＤに放電される。これはＮＭＯＳトランジスタＭＮ１６
がターンオフされるようにする。以後、感知ノードＳＯ上のデータが第２感知及びラッチ
ブロック２６０によってラッチされる。さらに具体的に説明すると、次の通りである。前
述したように、感知ノードＳＯは接地電圧ＧＮＤを有する。したがって、制御信号ＬＡＴ
２、ｎＤａｔａ２が低レベルから高レベルに遷移しても、第２感知及びラッチブロック２
６０の第１ラッチノードＮ５は初期に設定されたデータ‘１’をそのままに維持する。前
述した感知動作は図１０のデータ経路（２）を通じて行われる。
【００５３】
ビットラインＢＬ０＿Ｏに対する感知動作が完了すると、再びビットラインＢＬ０＿Ｅに
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対する感知動作は次のように行われる。図９に示したように、まず、感知ノードＳＯとビ
ットラインＢＬ０＿Ｅを放電させるために、制御信号ＶＢＬｅは高レベルに維持され、 
制御信号ＶＢＬｏは低レベルから高レベルに遷移する。信号ラインには接地電圧ＧＮＤが
供給されるので、ビットラインＢＬ０＿Ｅと感知ノードＳＯの電圧は放電される。
【００５４】
放電動作が完了すると、感知ノードＳＯはフローティング状態に維持される。以後、制御
信号ＰＲＥが高レベルから低レベルに遷移することによって、感知ノードＳＯは電源電圧
Ｖｃｃにプリチャージされる。制御信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｅには電源電圧ｖＣＣより
低い特定電圧（例えば、１．５Ｖ）が印加され、その結果、ビットラインＢＬ０＿ＥはＮ
ＭＯＳトランジスタＭＮ２を通じて（１．５Ｖ－Ｖｔｎ）電圧（ここで、ＶｔｎはＮＭＯ
ＳトランジスタＭＮ２のしきい電圧を示す）に充電される。すなわち、ビットラインＢＬ
０＿Ｅと感知ノードＳＯが電気的に連結される。この時、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ３は
ターンオフ状態に維持される。その次に、図９に示したように、制御信号ＢＬＢＩＡＳ＿
Ｅ、ＰＲＥが各々ローとハイになる。
【００５５】
ビットラインＢＬ０＿Ｅに連結されたメモリセルがオフセル、すなわち、データ‘０’を
格納していた場合に、このような状態でビットラインＢＬ０＿Ｅの（１．５Ｖ－Ｖｔｎ）
電圧はそのままに維持される。ビットラインＢＬ０＿Ｅと感知ノードＳＯが電気的に連結
されるように制御信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｏに特定電圧（例えば、１．０Ｖ）が印加さ
れる。これはＮＭＯＳトランジスタＭＮ３をターンオンさせ、感知ノードＳＯの電圧は続
けて電源電圧Ｖｃｃに維持される。これはＮＭＯＳトランジスタＭＮ９がターンオンされ
ることを意味する。以後、感知ノードＳＯ上のデータが第１感知及びラッチブロック２４
０によってラッチされる。すなわち、制御信号ＬＡＴ１、ｎＤａｔａ１が低レベルから高
レベルに遷移する時に、第１感知及びラッチブロック２４０の第１ラッチノードＮ５には
データ‘０’がラッチされる。
【００５６】
第１感知及びラッチブロック２４０を通じて感知動作が実行される間（図１０において、
これは、（３）で表示された太線のデータ経路を通じて行われる）、第２感知及びラッチ
ブロック２６０に格納されたデータは図１０のデータ経路（１）を通じてデータラインＤ
Ｌに伝達される。さらに具体的に、先ず、データラインＤＬが接地電圧ＧＮＤに放電され
た後、フローティング状態に維持される。その次に、図９に示したように、制御信号Ｄａ
ｔａ２、ＳＷ２が低レベルから高レベルに遷移し、その結果、第２ラッチノードＮ６がＮ
ＭＯＳトランジスタＭＮ１４、ＭＮ１３、及び列ゲート回路１６０を通じてデータライン
ＤＬと電気的に連結される。この時、第２ラッチノードＮ６が接地電圧ＧＮＤを有するの
で、データラインＤＬの電圧が放電状態の接地電圧ＧＮＤに維持される。第２ラッチノー
ドＮ６が電源電圧Ｖｃｃを有すると、データラインＤＬの電圧は接地電圧ＧＮＤから増加
される。その結果、データラインＤＬはチャージシェアリング（ｃｈａｒｇｅ　ｓｈａｒ
ｉｎｇ）過程によって（Ｖｃｃ－ΔＶ）電圧（０＜ΔＶ＜Ｖｃｃ）を有する。以後、デー
タ出力過程はこの分野の通常の知識を有する者によく知られているので、省略する。
【００５７】
様々なページのデータがアクセスされる場合に、一つの感知及びラッチブロックを通じて
感知動作が実行され、他の一つの感知及びラッチブロックを通じてキャッシュ機能を同時
に実行するので、本発明によれば、フラッシュメモリ装置の読み出しスピードが非常に向
上する。
【００５８】
図１１は本発明によるページコピーバック動作を説明するための動作タイミング図であり
、図１２は本発明のページコピーバック動作によるページバッファのデータ流れを示す回
路図である。以下、本発明によるページコピーバック動作を図１１及び図１２を参照して
説明する。説明の便宜上、一つのページバッファを用いてページコピーバック動作を説明
する。ページコピーバック動作は感知動作とプログラム動作に区分される。ページコピー
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バック動作を説明する前に、ビットラインＢＬ０＿Ｅに連結されたメモリセルが選択され
、選択されたメモリセルがデータ‘１’を格納すると仮定すれば感知動作が説明される。
そしてビットラインＢＬ０＿Ｅに連結された他のメモリセルが選択されると仮定すれば、
プログラム動作が説明される。ページコピーバック動作はページバッファの第１及び第２
感知及びラッチブロックのうちのいずれか一つを用いて実行される。これによって、他の
一つの感知及びラッチブロックはページコピーバック動作が実行される間、非活性化状態
に維持される。ページコピーバック動作は第１感知及びラッチブロック２４０を通じて説
明する。
【００５９】
先ず、第１感知及びラッチブロック２４０内のラッチＬ１が高レベルを有するように初期
化される。すなわち、感知ノードＳＯが電源電圧Ｖｃｃまで充電されるように、制御信号
ＰＲＥが高レベルから低レベルに遷移する。これはＮＭＯＳトランジスタＭＮ９がターン
オンされるようにする。これと同時に、図１１に示したように、制御信号ＬＡＴ１、Ｄａ
ｔａ１は、低レベルから高レベルに遷移する。第１感知及びラッチブロック２４０のＮＭ
ＯＳトランジスタＭＮ８、ＭＮ９、ＭＮ１０はターンオンされ、それのＮＭＯＳトランジ
スタＭＮ７はターンオフされる。結果的に、ラッチＬ１の第２ラッチノードＮ３は接地さ
れる。すなわち、第１ラッチノードＮ２が図１２のデータ経路（１）を通じてデータ‘１
’と設定される。図示しないが、第２感知及びラッチブロック２６０のラッチを設定する
動作は、第１感知及びラッチブロック２４０のそれと同時に実行されることができる。
【００６０】
第１感知及びラッチブロック２４０のラッチＬ１がデータ‘１’と設定されると、第１感
知及びラッチブロック２４０を通じて感知動作が実行される。図１１に示したように、感
知ノードＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏを放電させるために、制御信号ＶＢ
Ｌｅ、ＶＢＬｏ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏ各々は低レベルから高レベルに遷
移する。この時、信号ラインには接地電圧ＧＮＤが供給される。したがって、感知ノード
ＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｅ、ＢＬ０＿Ｏは接地電圧になる。
【００６１】
放電動作が完了すると、制御信号ＶＢＬｅ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ、ＢＬＢＩＡＳ＿Ｏ各々は
低レベルになり、感知ノードＳＯとビットラインＢＬ０＿Ｅはフローティング状態になる
。この時、ビットラインＢＬ０＿ＯはＮＭＯＳトランジスタＭＮ１を通じて接地電圧ＧＮ
Ｄの信号ラインに電気的に連結される。制御信号ＰＲＥが高レベルから低レベルに遷移す
ることによって、感知ノードＳＯは電源電圧Ｖｃｃにプリチャージされる。この時、制御
信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｅには電源電圧Ｖｃｃより低い特定電圧（例えば、１．５Ｖ）
が印加され、その結果、ビットラインＢＬ０＿ＥはＮＭＯＳトランジスタＭＮ２を通じて
１．５Ｖ－Ｖｔｎ電圧に充電される。この時、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ３はターンオフ
状態に維持される。その次に、図１１に示したように、制御信号ＢＬＢＩＡＳ＿Ｅ、ＰＲ
Ｅが各々ローとハイになる。
【００６２】
ビットラインＢＬ０＿Ｅに連結されたメモリセルがオフセル、すなわち、データ‘０’を
格納していた場合に、このような状態でビットラインＢＬ０＿Ｅの電圧はそのままに維持
される。この時に、制御信号ラインＢＬＢＩＡＳ＿Ｅに特定電圧（例えば、１．０Ｖ）が
印加されれば、ＮＭＯＳトランジスタＭＮ２はターンオンされ、感知ノードＳＯの電圧は
放電経路がないので、電源電圧Ｖｃｃに維持される。これはＮＭＯＳトランジスタＭＮ９
がターンオフされるようにする。以後、感知ノードＳＯ上のデータが第１感知及びラッチ
ブロック２４０によってラッチされる。すなわち、制御信号ＬＡＴ１、ｎＤａｔａ１が低
レベルから高レベルに遷移する時に、第１感知及びラッチブロック２４０の第１ラッチノ
ードＮ２はＮＭＯＳトランジスタＭＮ７、ＭＮ９、ＭＮ１０を通じて接地される。これは
感知ノードＳＯが電源電圧Ｖｃｃを有するためである。前述した感知動作は図１２のデー
タ経路（２）を通じて行われる。
【００６３】
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前述した感知動作が完了されれば、ラッチＬ１に格納されたデータが他のページのメモリ
セルにコピーされる。（またはプログラムされる）。先ず、感知ノードＳＯとビットライ
ンＢＬ０＿Ｅの電圧がＮＭＯＳトランジスタＭＮ０、ＭＮ２を通じて信号ラインに完全に
放電される。この時に、感知ノードＳＯの電圧に影響が与えられる素子（例えば、ＰＭＯ
ＳトランジスタＭＰ０）は非活性状態を維持する。
【００６４】
放電動作が完了すると、ラッチＬ１に格納されたデータが感知ノードＳＯに伝達される。
これは、制御信号ＬＤ１が低レベルから高レベルに遷移することによって成される。ラッ
チＬ１に格納されたデータ値が‘０’であるので、第２ラッチノードＮ３は電源電圧Ｖｃ
ｃを有する。ＮＭＯＳトランジスタＭＮ５がターンオンされ、ＰＭＯＳトランジスタＭＰ
１がターンオフされることによって、感知ノードＳＯは接地電圧ＧＮＤを有する。以後、
よく知られた方法に従って、感知ノードＳＯ上のデータが以前に選択されたページと他の
ページのメモリセルにプログラムされる。
【００６５】
前述したように、データ‘０’が感知される場合に、メモリセル、感知ノードＳＯ、第１
ラッチノードＮ２、第２ラッチノードＮ３、及び感知ノードＳＯのデータ流れは、‘０’
→‘１’→‘０’→‘１’→‘０’である。すなわち、ページコピーバック動作が終了さ
れた時点で見た場合、最初に貯蔵された値が反転されずにそのままにメモリセルに格納さ
れる。結果的に、ページデータが反転されるか否かを貯蔵するための別途のページコピー
フラグセルは不要である。
【００６６】
以上で、本発明による回路の構成及び動作を前述した説明及び図面に従って説明したが、
これは本発明の単なる適用例に過ぎない。本発明の技術的思想及び範囲を逸脱しない範囲
内での多様な変化及び変更が可能である。
【００６７】
【発明の効果】
前述したように、本発明のフラッシュメモリ装置は、二つの感知及びラッチブロックを備
えたページバッファを実現することによって、プログラム／読み出しキャッシュ機能を支
援する。プログラムキャッシュ機能によると、連続してプログラム動作を実行する時に、
第１ページデータをロードする時間を除けば、残りのページデータのデータロード時間は
不要である。さらに、本発明のページコピーバック動作によると、コピーされたページデ
ータが反転されるか否かを示す情報を格納するためのページコピーフラグセルは不要であ
る。したがって、ページコピーフラグセルによる信頼性の低下原因が完全に除去される。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の技術によるフラッシュメモリ装置を示すブロック図である。
【図２】本発明によるフラッシュメモリ装置を示すブロック図である。
【図３】図２に示したページバッファの望ましい実施形態を示す図である。
【図４】プログラム動作時、本発明のキャッシュ機能を説明するためのデータ流れ図であ
る。
【図５】読み出し動作時における本発明のキャッシュ機能を説明するためのデータ流れ図
である。
【図６】本発明によるページコピーバック機能を説明するためのデータ流れ図である。
【図７】本発明によるプログラム動作を説明するための動作タイミング図である。
【図８】本発明のプログラム動作によるページバッファのデータ流れを示す回路図である
。
【図９】本発明による読み出し動作を説明するための動作タイミング図である。
【図１０】本発明の読み出し動作によるページバッファのデータ流れを示す回路図である
。
【図１１】本発明によるページコピーバック動作を説明するための動作タイミング図であ
る。
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【図１２】本発明のページコピーバック動作によるページバッファのデータ流れを示す回
路図である。
【符号の説明】
１００　メモリ装置
１２０　メモリセルアレイ
１４０　ページバッファ回路
１６０　列ゲート回路
２００　ビットライン選択及びバイアスブロック
２２０　プリチャージブロック
２４０，２６０　感知及びラッチブロック

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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